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【背景】AlGaN 混晶に誘起される二次元電子ガス(2DEG)を利用した高電子移動度トランジスタ

(AlGaN HEMT)は次世代高耐圧高周波デバイスへの応用が期待されている[1-3]。特に AlNをバリ

ア層に用いた AlGaN HEMTでは、2DEG密度の増大、高耐圧化が期待される。しかしながら、AlN

バリア層は熱的化学的安定性が高いため金属アロイオーミックコンタクトの形成が困難である。

また AlGaN チャネル層の Al 組成が増加すると電子親和力が減少し、2DEG への良好なオーミッ

ク接触の形成が本質的に困難となる[3]。このような課題に対して、我々は、電子親和力の小さい

高濃度縮退 n型 GaN（degenerate GaN: d-GaN）薄膜を AlGaN HEMTのソース・ドレイン領域にス

パッタエピ成長することで接触抵抗の低減に取り組んできた。[4] 今回、スパッタ法により形成

した d-GaN再成長コンタクトを用いると Al組成の比較的高い AlN/Al0.5Ga0.5N HEMT構造に対し

ても、十分に低い接触抵抗を実現できることをみいだしたので、その詳細について報告する。 

【実験方法】スパッタ法により AlN テンプレート基板上に AlN をホモエピタキシャル成長した

後、チャネル層として Al0.5Ga0.5N層を 130 nm、また、バリア層として AlNを 25 nm堆積した。

その後、フォトリソグラフィにより TLM測定用のパターンを描画し、オーミック電極領域の AlN

バリア層を ICP ドライエッチングにより除去した。露出した Al0.5Ga0.5N 上に SiO2マスクを用い

たエピ・ポリ同時成長によりシート抵抗が 15 /☐、電子濃度が 2.6×1020 cm-3の n+-GaN 領域を

形成した。最後に EB蒸着によりオーミック電極として Ti/Al/Ti/Auを堆積した。 

【結果と考察】再成長コンタクトの接触抵抗は、図 1 に示す

ように n+-GaN と Ti/Al/Ti/Au電極界面の接触抵抗(R1)、n+-GaN 

の抵抗(R2)、n+-GaN と 2DEG の接触抵抗(R3)の 3 種類に分け

られる。2種類の TLMパターンを用いて、R1=0.12 mm、R1+ 

R2+ R3=0.43 mmと決定した。R2は n+-GaNのシート抵抗をも

とに 0.09 mmと計算した。これらの結果から n+-GaNと 2DEG

との接触抵抗は R3=0.22 mmの値が得られた。これは AlGaN 

HEMT としては極めて低い接触抵抗であり、スパッタ法によ

り形成した d-GaN再成長コンタクトは、AlGaN を用いた高耐

圧高周波電子デバイスの低抵抗化に有望であることが分かっ

た。当日は d-GaN再成長コンタクトの接触抵抗の温度依存性

についても報告する。 
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Fig.1 Schematic of the sputtering-

regrown contact on AlN/AlGaN 
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